
参数 频率GHz 最小值 典型值 最大值 单位

插入损耗 0.01-33

35 dB
1.5 Ω
1 dB

直流端口隔离
直流电阻

0.01-33
0.01-33

1.6
隔离度 dB45

隔离度 dB30
隔离度 dB40
驻波比 :11.32
驻波比 :11.37
驻波比 :11.25

0.01-0.3

3-30
30-33
0.01-26
26-30
30-33

35

23

30
1.55
1.50
1.35

规格保证温度范围为 -55 至 +100°C，在 50 欧姆系统中测量。
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50Ω      0.01-33GHz

一般说明

频率范围 10 MHz 至 33 GHz

直流电流 500 mA

特性

          BT-0033S 是一款封装偏置三通，在 10 MHz 至 33 GHz 的宽带宽范围内具有

出色的插入损耗和卓越的隔离性能。严格的制造公差允许较小的单位间差异，从而能够使

用所提供的 s3p 文件（取自测量的生产单元）进行精确模拟。偏置三通采用紧凑型封装，

适用于放大器偏置、二极管偏置和直流电平转换等应用。

电气规格

Preliminary Datasheet

● 微型表面贴装封装，无铅装配
● 测试和测量设备,可回流焊接

参数 最大额定值 单位
直流电流 0.5 A
直流电压 30 V

最高存储温度 125 ℃
最低存储温度 -65 ℃

射频功率 1 W

尺寸：3.81x3.81●
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典型特性曲线

插入损耗

公共端(RF+DC)回波损耗

RF端回波损耗

RF-DC隔离度
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推荐测试板布局

● 单位:mm

● 微带信号线阻抗50Ω。测试板厚度20mil

● RO4350B双面测试板，背面连续地平面。

端口定义
端口

Common
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功能
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原理框图

描述
该端口通过内部射频扼流圈与射频端口进行直流阻断，
并通过内部射频扼流圈与直流端口进行直流连接。 

此端口内部连接至射频扼流圈，射频扼流圈与射频+直流端口
直流连接，与射频端口直流阻断。

此端口与射频+直流和直流端口内部直流阻断。
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